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D i g e s t , 1 7 . 1 ,  P P . 4 1 2 - 4 1 5 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 8 8
Y . 1 t o h ,  M . M o m o d o m i ,  R s h i l ' o t a ,  Y . 1 W a t a ,  R . N a l く a y a m a ,  R . K i r i s a w a ,  T . T a n a k a ,
K . T o i l a ,  S . 1 n o u e ,  a n d  F 、 M a s u o k a , Ⅱ N I  E x p e r i m e n t a 1  4 M b  c M O S  E E P R O M
W i t h  a  N A N D  s t r u d u r e d  c e 1 1 1 t , 1 E E E  l n t 臼 ' n a t i o n a l  s o l i d s t a t e  c i r c u i t s
C o n f e r e n c e  ( 1 S S C C )  D i g e s l o f T e C 1 狐 i c a l p a p e r s ,  T I { A M  I 0 . 4 ,  P P . 1 3 4 - 1 3 5 ,
N e w Y o r k ,  F e b r u a r y , 1 9 8 9
M . M o m o d o m i ,  Y . 1 W a t a ,  T . T a n a k a ,  Y . 1 t o h ,  R s h i r o t a ,  a n d  F . M a s u o k a , " A  H i g h
D e n s i w  N A N D  E E P R O M  w i t h  B l o c k ・ p a g e  p r o g r a l n m l n g  f o r  M i c r o c o m p u l o r
A p p l i c a t i o n s "  p r o c e e d l n g  o f t h e  l E E E  1 9 8 9  C u s t o m  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s
C o n f e r e n c e , 1 〕 P . 1 0 . 1 . 1 - 1 0 . 1 . 4 ,  s a n  D i e g o ,  M a y , 1 9 8 9
百 冨 正 樹 , 伊 藤 寧 夫 , 白 田 理 一 郎 , 岩 田 佳 久 , 中 山 良 三 , 桐 沢 亮 平 , 田 中 智 晴 ,
有 留 誠 一 , 遠 藤 哲 郎 , 大 平 秀 子 , 大 内 和 則 , 舛 岡 富 士 雄 , , N A N D 構 造 の メ モ リ
セ ル を 用 い た  1 . 6  μ  S e C 4 M b c M O S E E P R O M " , 電 子 情 帳 通 信 学 会 シ リ コ ン
材 料 ・ ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 8 9 - 1 8 ,  P P . 5 5 - 6 0 , 6 月 , 1 9 8 9
舛 岡 富 士 雄 , " 玉 草 い 酸 化 膜 が デ バ イ ス に 与 ・ え る 影 響 " , 第 3 2  回 半 導 体 専 門 講 習
会 予 稿 集 ,  P P . 1 1 9 - 1 脇 , 【 _ 1 _ 1 形 , 8 月 , 1 9 8 9 . ( 西 澤 潤 一 編 , " 半 導 体 研 究  3 2  巻 " ,
P P . 1 2 9 - 1 6 4 , τ 業 調 査 会 , 8 月 , 1 9 9 0 . )
R . s h i r o l a ,  M . M o m o d o m i ,  R . N a k a y a m a ,  R . 1 q r i s a w a ,  Y . 1 t o h ,  Y . 1 W a t a ,  T . T a n a k a ,
S . A I ' i t o m e ,  T . E n d o h ,  a n d  F .  M a s u o k a , 1 1 R e l i a b i l i t y  p e r f o r m a n c e  o f l h e  N A N D
E E P R O M " , 1 0 t h  l E E E  N o n ・ v o l a t i l e  s e m i c o n d u d o r  M e m o r y  w o r k s h o p ,  v e Ⅱ ,
A u g u s t , 1 9 8 9
F . M a s u o k a , " 4 M  E E P R O M " , 1 E E E  c o m p u t e r  E l e m e n t s  w o r k  s h o p ,  h i z o n a ,
N o v e m b e r , 1 9 8 9
K s u n o u c h i ,  H . T a k a t o ,  N . o k a b e ,  T . Y a m a d a ,  T . o z a l d ,  S . 1 n o u e ,  K . H a s h i m o t o ,
K . H i e d a ,  A . N i t a y a m a ,  F . H o r i g u c h i ,  a n d  F . M a s u o k a , " A  s u r r o u n d i n g  G a l e
T r a n s i s t o r  ( S G T )  c e Ⅱ  f o r  6 4 / 2 5 6  M b i t  D R A M S " , 1 E E E  l n t e r n a l i o n a l
E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  q E D M )  T e c h n i c a l D i g e s t , 2 . 1 ,  P P . 2 3 - 2 6 ,
W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  D e c e m b e r , 1 9 8 9
4 8
4 9
5 0
5 1
5 2
5 3
5 4
55 S.1noue, K.Hieda, A.Nilayalna, F.Horiguchi, and F.Masuoka 11A SPREAD
STACKED CAPACITOR (SSC) CELL FOR 64MBIT DRAMS",1EEE
InternationalElectron Devices Meeting (1EDM) TechnicalDigest,23,
PP.3134, waS11ington, D.C., December,1989
T.Yamada, S.sanlata, H.Takato, Y、Matsushita, K.Hieda, A.Nitayama,
F.Horigud〕i, and F.Masuoka,11Spread source/Drain (SSD) MOSFET
Using selective sHicon Growth for 64Mbit DRAMS" 1EEE lnternational
Electron Devices Meeting (1EDM) TechnicalDigest,2.4, PP.35-38,
Washington, D.C., December,1989
T.Endoh, R.shirola, Y.1anaka, R.Nakayama, R.Kirisawa, SAritome, and
F.Masuoka "NEW DESIGN TECHN0上OGY FOREEPROM CELLS WITH
10 MILnoN WNTE/ERASE CYcnNG ENDURANCE",1EEE lnternational
Electron Devices Meeting (1EDM) TechnicalDigest 25.6, PP.599-602,
Washjngton, D.C., December,1989
舛岡富士雛,"半導体メモリ",日本応用磁気学会第 63 回研究会資料・,3.1,
PP.11・181剣呆,1月,1990.(招待講演)
S.Aritome, R.Kirisawa, T.Endoh, R.Nakayama, Rshirota, K.sakui, K.ohuchi,
and F.Masuoka,!1EXTENDED DATA RETENTION CHARACTERISTICS
AFfERMORET11AN I0,WRITEAND ERASE CYCLESINEEPROMSⅡ 1990
IEEE lnternational Reliability physics syn〕posium, PP259-264, san Diego,
AprH,1990
T.Tanaka, M.Momodomi, Y.1Wata, Y.Tanalくa, H.oodail'a, Y.1toh, R.shirota,
K.ohuchi, and F.Masuoka "A 4・Mbit NAND・EEPROM with Tight
PI'ogralnmed vt Distribution",1990 symposium on vLsl circuits Digest of
Tecl]nical papers,10-6, PP.105-106, Honolulu, May,1990
R.Nrisa、va, S.AI'ilolne, R.Nakayama, T.Endoh, R.shirota, and F.Masuoka ⅡA
NAND STRUCTURED CELL WITH A NEW PROGRAMMING
TECHN0上OGYFORHIGH上YRELnB上E5V、ONLYF上ASHEEPROM" 1990
Symposium on V上SI Techn010gy Technical papers,113,1〕P.129-130,
Honolulu, May,1990
遠藤哲郎,白田理一郎,田中鞍幸,中山良三,桐沢亮平,有留誠一・,列・岡富士雄,
"1小回のデータ書き換えが可能なEEPROMセル",電子情蝦通信学会シリロ
ン材料・・デバイス研究会, SDM90-18, PP.55-61,5月,1990
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R . s h i r o t a ,  R , N a k a y a m a ,  R . K i r i s a w a ,  M . M o m o d o m i ,  K . s a k u i ,  Y . 1 t o h ,
S . k i t o m e ,  T . E n d o h ,  F . H a t o r i ,  a n d  F . M a s u o k a , " A  2 3 U m '  M E M O R Y  C E L L
S T R U C T U R E  F O R  1 6 M b  N A N D  E E P R O M S " 1 E E E  l n t a ' n a t i o n a l  E l e c t r o n
D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )  T e c h n i c a l D i g e s t , 5 . 4 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 6 ,  s a n  F r a n s i s c o ,
D e c e m b e r , 1 9 9 0
S . A r i t o m e ,  R . s h i r o t a ,  R . K i r i s a w a , 1 . E n d o h ,  R . N a k a y a m a ,  K . s a l く U i ,  a n d
F . M a s u o k a  " A 旺 L I A B L E B I 、 P O L A R 1 1 Y W N T E / E R A S E T E C H N O L O G Y I N
F I A S H  E E P R O M S " , 1 E E E  l n t e m a t i o n a l E l e c l r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )
T e c h n i c a l  D i g e s { , 5 . 6 . ,  P P . 1 1 1 - 1 1 4 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  D e c e l n b e r , 1 9 9 0
K . s u n o u c h i ,  F . H o r i g u c h i ,  A . N i t a y a m a ,  K . H i e d a ,  H . T a k a t o ,  N . o k a b e ,
T . Y a l n a d a ,  T . o z a l d ,  K . H a s h i m 0 1 0 ,  S . T a k e d a i ,  A . Y a g i s h i t a ,  A . K u m a g a e ,
Y . T a k a h a s h i ,  a n d  F . M a s u o k a , Ⅱ P r o c e s s  l n t e g r a t i o n  f o r  6 4 M  D R A M  u s i n g  k l
A s y m m e t r i c a l s t a c I く e d  T r e n c h  c a p a d t o r  ( A S T )  c e Ⅱ " , 1 E E E  l n t e r n a t i o n a l
E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )  T e c l 〕 n i c a l D i g e s t , 2 7 . 1 ,  P P . 6 4 7 - 6 5 0 ,  s a n
F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 9 0
Y . o o w a l d ,  K . T s u c h i d a ,  Y . 、 v a l a n a b e ,  D . T a k a s h i m a ,  M . o h t a ,  H . N a k a n o ,
S . w a l a n a b e ,  A . N i { a y a m a ,  F . H o r i g u c h i ,  K . o h u c h l ,  F . M a s u o k a ,  a n d  H . H a r a , Ⅱ A
3 3 n S  6 4 M b  D R A M " , 1 E E E  l n l e r n a t i o n a l  s o l i d s t a t e  c i r c u i t s  c o n f e r e n c e
( 1 S S C C )  D i g e s t  o f T e c h n i c a l  p a p e r s ,  T A M  6 . 6 ,  P P . 1 1 4 - 1 1 5 ,  s a n  F r a n s i s c o ,
F e b N a r y , 1 9 9 1
舛 岡 富 士 雄 " 半 導 休 メ モ リ ー 高 密 度 化 の イ ン パ ク ト " 日 本 化 学 会 第 6 1 春 季 年
会 講 演 予 稿 集 Ⅲ ( 特 別 i 揃 寅 ) , 1 特 ・ 3 0 3 ,  P P . 2 2 8 6 - 2 2 8 9 , 3 月 1 黄 浜 , 1 9 9 1 . ( 招 待
講 演 )
大 脇 幸 人 , 士 田 賢 二 , 渡 辺 陽 二 , 高 島 大 三 郎 , 太 田 雅 子 , 中 里 " 告 明 , 渡 辺 重 佳 , 堀 U
文 男 , 大 内 和 則 , 舛 岡 富 士 雄 , " 3 3 n S 6 4 M D R A M " , 電 子 情 峨 通 信 学 会 シ リ コ ン 材
料 、 ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 9 0 - 1 9 7 ,  P P . 1 5 - 2 0 , 3  打 , 1 9 9 1
高 東 宏 , 須 之 内 一 正 , 仁 田 山 晃 寛 , 稗 田 克 彦 , 山 田 敬 , 尾 崎 徹 , 橋 本 耕 治 ,
竹 大 精 一 , 八 木 下 淳 史 J 脚 コ 文 男 , 舛 1 岡 富 土 雄 , " 6 4 M D M M 用 メ モ リ セ ル A S T
セ ル " シ リ コ ン 本 オ 料 ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 9 0 - 2 0 3 ,  P P . 5 3 - 5 8 , 3 月 , 1 9 9 1
遠 藤 哲 郎 , 白 田 理 一 郎 , 中 山 良 三 , 桐 沢 亮 平 , 百 冨 正 樹 , 作 井 康 司 , 有 留 誠 一 ,
羽 鳥 文 敏 , 舛 岡 富 士 雄 , " 1 6 M b i t  N A N D  型 E E P R O M  の  2 3  μ  m ' メ モ リ セ ル
技 術 " , 電 子 情 報 通 信 学 会 シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 9 1 - 2 6 , P P . 1 9 ・
2 6 , 5 月 , 1 9 9 1
6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
71 有留誠一,白田理・一郎,桐沢亮平,遠藤哲郎,中山良三,作井康司,舛岡富士雄,"
フラッシュEEPROMセルの信頼性を向上させる書込み・消去方式",電子情報
通信学会シリコン材料・・デバイス研究会, SDM91-28,PP31-36,5月,1991
舛岡富士雄,,ワrJ甲発性メモリー技術",第36 回半導体専門講習会予柘集,即
43-79,山形,7 河,1991.(西澤潤一編,"半導体研究36巻", PP.41-69,工業
調査会,8月,1992.)
舛岡富士雄,稗田克彦,"デバイス構造と関連プロセスの課題",平成3年電
気・情報関連学会連合大会〔分冊幻, P13,PP.3-93-12,束京,9月,1991
F.Masuoka,"ULSI DRAM lechn010gy in the 256Mb/1Gb Age",1EEE
Internationalsolidstate circuits confa'ence qsscc) Digest ofTechnical
Papers, Evening Discussion session, WEI, February, san Fransisco,1992
(P飢eⅡSD
舛岡富士雄,"フラッシュメモリはどこまで市場を拡大するか(フラッシユメ
モリーがハードディスクを置き換える)"第3 回1くAg「利・学技術シンポジウ
ム次世代の超 LS1技術の展望,PP.Ⅱ8-1如,+朔兵,5月,19兜.(招待i彬寅)
舛岡富士雄,"フラッシュメモリ",セミコン関西り京都技術セミナー講演予稿
集, PP24-25,京者",6月,1992
T.Tanaka, Y.Tanalくa, H.Nakamura, H.oodaira, S.Aritome, R.shirota, and
F.Masuoka,11A Quick lnteⅡigenl program Architectw、e for 3V・only NAND・
EEPROMS11,1992 Symposi磁n on vLsl circuits Digest ofTechnicalpapers,3・
1, PP.20-21, seattle, June,1992
F.Masuoka 11TECHNOLOGY TREND OF FIASH・EEPROM : CAN FIASH・
EEPROM OVERCOME DRAM?" 1992 Symposium on vLSI Teclm010gy
Digesl of Technical papers,1.3, PP,6-9, seattle, June,1992. qnvited
Speaker)
舛岡富士雄,"不揮発性メモリー技術",光産業技術振興協会平成4年度光ディ
スク懇談会資料・集<後編>, PP.75-91,12月,1992.(1召待講演)
T.Endoh, H.1izuka, S.Aritome, R.shirota, and F.Masuoka,ⅡNEW
WRITE/ERASE OPERATION TECHNOLOGY FOR FLASH EEPROM
CELLS TO IMPROVE THE READ DISTURB CHARACTENSTICS,"1EEE
Inta・nationalElectron Devices Meeting (1EDM) TechnicalDigest,24.4,
PP.603-606, san Fransisco, December,1992
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T . H a s e g a w a ,  D . T a k a s h i m a ,  R . o g i 、 v a r a ,  M 、 o h t a ,  s s h i r a t a R e ,  T . H a l n a m o t o ,
T . Y a m a d a ,  M A o l d ,  S . 1 S I 〕 i b a s h i ,  Y . o o w a k i ,  S . w a t a n a b e ,  a n d  F . M a s u 0 1 く a , 1 1 k l
E x p e r i m e n l a l D R A M  w i t h  a  N A N D ・ s t l ' U C 1 山 ' e d  c e 1 1 "  1 E E E  l n t e r n a t i o n a l s o l i d ・
S t a t e  c i r c u i t s  c o n f a ' e n c e  ( 1 S S C C )  D i g e s t  o f T e c h n i c a l p a p e r s ,  W P 3 . 3 ,
P P . 4 6 - 4 7 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  F e b l ' u a l y , 1 9 9 3
F . M a s u o k a , ! 1 1 d e a l  s t o r a g e  T e c h n 0 1 0 g y  f o r  t h e  E v e r ・ s h r i n k i n g  c o m p u t a ' Ⅱ ,
I E E E  l n t e n 〕 a t i o n a l s o l i d ・ s t a t e  c i r c u i t s  c o n f a ' e n c e  ( 1 S S C C )  D i g e s t  o f
T e c h n i c a l  p a p e r s ,  E v e n i n g  D i s c u s s i o n  s e s s i o n ,  T E 8 ,  P P . 2 0 8 - 2 0 9 ,  s a n
F r a n s i s c o , F e b r u a l y , 1 9 9 3 . ( p a n e l i s b
列 岡 富 士 雄 , , , サ ブ ハ ー フ ミ ク ロ ン フ ラ ッ シ ュ R O M 技 術 " f 遜 気 恬 報 通 信 学 会
1 9 船 午 春 季 大 会 併 * 矯 愉 寅 会 サ ブ ハ ー フ ミ ク ロ ン L S 1 メ モ リ と そ の シ ス テ ム
へ の 応 用  P P 3 3 - 4 0 ,  O H P  集 ,  P P . 2 9 3 3 , 名 古 屋 , 3 月 , 1 9 9 3 . ( 招 待 講 演 )
列 ・ 岡 富 士 雄 , " 半 導 体 メ モ リ の 展 望 一 E E P R O M  を 中 心 に ー " / 遊 気 化 学 恊 会 第
6 0  回 大 会 i " 演 要 旨 集 , 特  I B 2 1 ,  P . 3 0 , 東 京 , 4 月 , 1 9 9 3 . ( 1 器 待 i 補 寅 )
長 谷 川 武 裕 , 高 島 大 三 郎 , 荻 原 隆 , 太 田 罪 子 , 白 武 慎 ・ 一 郎 , 浜 本 毅 司 , 山 田
敬 , 青 木 正 身 , 石 橋 茂 , 大 脇 幸 人 , 渡 辺 重 佳 , 列 岡 富 士 雛 , " N A N D  型 セ ル を 用
い た  2 5 6 M b D R A M " , 竃 子 情 蝦 通 信 学 会 シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,
S D M 9 3 - 1 1 ,  P P . 1 - 6 , 5 j l , 1 9 9 3
舛 岡 富 十 雄 , " N A N D  型 メ モ リ " , 第 4 0  回 半 導 休 専 門 講 習 会 予 稿 集 , P P . 8 5 - 1 2 6 ,
山 形 , 7 月 , 1 9 9 3 . ( 西 澤 潤 、 ' 編 , " 半 導 体 研 究  4 0  巻 " ,  P P . 1 0 7 ・ 1 4 7 , 工 業 調 査 会 ,
8 月 , 1 9 9 4 、 )
有 留 誠 一 , 白 田 理 一 郎 , 遠 鰹 哲 郎 , 舛 岡 富 士 雄 , " フ ラ ッ シ ュ メ モ リ の 信 * 頁 姓 " ,
電 子 情 報 通 信 学 会 シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 9 3 - フ フ , P P . 4 1 - 4 8 , 8 月 ,
1 9 9 3
8 2
8 3
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
F . M a s u o k a , 1 1 T e c h n 0 1 0 g y  T r e n d  o f  F l a s h  E E P R O M Ⅱ ,  E x t e n d e d  A b s t r a c t s  o f
t h e  1 9 9 3  1 n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s l a l e  D e v i c e s  a n d  M a l e r i a l s ,
P I 〕 . 8 7 フ - 8 7 9 ,  c h i b a ,  s e p t e m b e r , 1 9 9 3 .  q n v i t e d  s p e a l く e r )
T .  Y a m a d a ,  Y .  w a t a n a b e , 1 、 F u j i w a r a ,  T .  F u s e ,  F .  H O H g u c h i ,  S . w a t a n a b e ,  a n d
F .  M a s u o k a , " A T W O ・ T e r m i n a l  ( T り  C e Ⅱ  f o r  u ] t r a  H i g h  D e n s i u l D R A M S , 1 1
E x t e n d e d  A b s t r a c t s  o f  t h e  1 9 9 3  1 n l e m a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e
D e v i c e s  a n d  M a t e r i a l s ,  P P . 8 8 9 - 8 9 1 ,  c h i b a ,  s e p l e m b e r , 1 9 9 3
8 9
90 列.岡富士雄,"半導体メモリの現状と将来展望",日本工業技林H辰軍U窃会 21世紀
に向けた半導体技術問題研究委員会第18回シンポジウム『半導休メモリー
およびディスクの現状と将来展望』ーその続合・分担関係はどぅ変わってい
くかー, PP3-15,束京,10月,1993.(招待講演)
H.Yan〕ashita, M.sasaki, S.ohsawa, R.Miyagawa, E.ohba, N.Nakamul'a,
N.Endoh,1.1noue, Y.Matsunaga, Y.Egawa, Y.Endo, T.Yamaguchi, Y.1ida,
A.Furukawa, S.Manabe, Y.1Shizuka, H.1Chinose, T.Niiyama, H.1hara,
H.Nozaki,1.Yanase, N.sakun〕a, T.sasakubo, H.Honda, F.Masu01くa, and
Ssano,"A 2/3、inch 2M、pixelsl'ACK・CCD 11naga'",1EEE lnternalional solid・
Slate circuils conference (1SSCC) DigeslofTechnicalpapa'S, TP13.4,
PP224・225, san Fransisco, February,1994
S.Arit01Ⅱe,1.Hatakeyama, T.Endoh,1.Yamaguchi, S.shulo, H.1izuka,
T.Maruyama, H.watanabe, G.Hemin1ζ, Ksakui, T.Tanaka, M.Momodomi,
Rshirota, and F. Masuoka,!1klAdvanced NAND stl'udure ceⅡ Techn010創
for Reliable 3.3V 64Mb EEPROMSⅡ,1nternational conference on Advanced
Microelectronlc Devices and processing (AMDP), PP.587-592, sendai,
March,1994
F.Masu01くa, S.Miyano, and K.sakui."A S山'rounding Gate Transistor
(SGT): promising candidale for an ultraslnaⅡ MOSFET",1nlernational
Conference on Advanced Microelectronic Devices and processing
(AMDP), PP.593-597, sendai, March,1994
F.Masuoka,"Techn010gy Trend of Flash EEPROM : Moving from Novelw
Status lnto the Mainslream",1nternational confel'ence on Advanced
Micl'oelectronic Devices and processing (AMDP), PP.761-768, sendai,
March,1994'(1nvitedspeaker)
舛岡富士雄,"半導体メディアレコーダーの要案技術について",講演会記録メ
ディア・機器の要素技術の現状と将来,PP.41-49,東京,3月,1994.(招待講溢D
舛岡富士雄,"F●SHEEPROM の発展と回路技袮1",平成6年竃気学会全国大
会講演論文集〔4〕, S.フ-4, PS.フ-13 -16,東京,3月,1994.(招待部1演)
舛岡富士雛.,"F●SHEEPROMの発展",日本学術振興会結品加工と評価技術
第145回委員会(第備回)研究会資料,PP.44-47,熊木,5月,1994.(招待討瞬寅)
舛岡富士ι佐,"半導体メモリの現状と将来技術",電気学会研究会資料, OQD・
9439, PP.27-30,5月,1994.(招待i櫛寅)
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T . T a n z a w a ,  Y . T a n a R a ,  T . T a n a k a ,  H . N a k a m u r a ,  H . o o d a h ' a ,  K . s a k u i ,
M . M o m o d o m i ,  S . S I ] i r a t a k e ,  H . N a k a n o ,  Y . o o w a k i ,  S . w a t a n a b e ,  K . o h u c h i ,
a n d  F , M a s u o k a . " A  Q u i c k  B o o s t i n g  c h a r g e  p u m p  c i r c u i t  f o r  H i g h  D e n c i t y
a n d  L o w v o l t a g e  F l a s h  M e m o r i e S Ⅱ , 1 9 9 4  S y m l ) o s i u m  o n  v L s l  c i r c u H S  D i g e s l
O f T e c h n i c a l  p a p e r s ,  P P . 6 5 - 6 6 ,  H o n o l u l u ,  J u n e , 1 9 9 4
S s h i r a t a k e ,  D . T a k a s h i m a ,  T . H a s e g a w a ,  H . N a k a n o ,  Y . o o w a l d ,  S . w a t a n a b e ,
K . o h u c h i ,  a n d  F . M a s u o k a , Ⅱ A s t a g g e r e d  N A N D  D R A M  a r r a y  a r c h i t e d u r e  f o r
a  G b i t  s c a ] e  l n { e g r a l i o n " , 1 9 9 4  S y m p o s i u m  o n  v L s l  c i r c u i t s  D i g e s t  o f
T e c h n i c a l  p a p e r s ,  P P . 7 5 - 7 6 ,  H o n o l u l u ,  J u n e , 1 9 9 4
舛 岡 富 士 雄 , " フ ラ ッ シ ュ メ モ リ と 将 来 展 望 " , 第 1 2 回 大 阪 酸 素 一 半 導 休 セ ミ
ナ ー 詠 打 寅 集 「 2 1 世 紀 へ 向 け て の 提 案 」 ,  P P . 2 9 3 3 , 東 京 , 7 月 , 1 9 9 4 . ( 招 待 講 演 )
舛 岡 富 士 雄 , " 不 揮 発 性 半 導 体 メ モ リ に 要 求 さ れ る 酸 化 膜 の 信 頼 性 " , 第 4 1 回
半 導 体 専 門 講 習 会 予 稿 集 , P P . 2 5 - 6 2 , 山 形 , 7 月 , 1 9 9 4 . ( 西 澤 潤 一 編 , " 半 導 休
研 究  4 1  巻 " ,  P P . 1 2 5 - 1 5 5 , 工 業 調 査 会 , 8 月 , 1 9 9 5 . )
松 長 誠 之 , タ ヰ 1 岡 富 士 雄 , " C C D 研 究 か ら 見 た 単 電 子 デ バ イ ス " , 電 子 情 報 通 信 学
会 シ リ コ ン 材 料 ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,  S D M 9 4 - 7 9 , P P 2 1 - 2 8 , 8 月 , 1 9 9 4
T . E n d o h ,  K . s h i m i z u ,  H 、 1 i z u k a ,  S . w a t a n a b e ,  a n d  F . M a s u o k a , 1 1 A  N e w
X ¥ r i t e / E r a s e  M e t h o d  f o r  T h e  R e d u c t i o n  o f  T h e  s t r e s s ・ 1 n d u c e d  L e a k a g e
C u r r e n t  B a s e d  o n  T h e  D e a c t i v a t i o n  o f  s t e p  T u n n e l i n g  s i t e s  f o r  F l a s h
M e m o r i e S 1 1 , 1 E E E  l n l e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )
T e c h n i c a l  D i g e s t , 3 . 3 ,  P P . 4 9 - 5 2 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 9 4
S . k i t o m e ,  s s a t o h ,  T . M a r u y a n 〕 a ,  H . w a t a n a b e ,  s s h u t o ,  G , H e m i n k ,  R s h i r o t a ,
S . w a t a n a b e ,  a n d  F . M a s u 0 1 く a , " A  O . 6 7 U m .  S E L F ・ A L I G N E D  S H A L L O W
T R E N C H  I S O L A T I O N  C E 上 上 ( S A S I ' 1  C E L D  F O R  3 V ・ o n l y  2 5 6 M b i t  N A N D
E E P R O M S " , 1 E E E  l n t e m a t i o n a l E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )
T e c h n i c a l  D i g e s t , 3 . 6 ,  P P . 6 1 - 6 4 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 9 4
F .  M a s u o k a , " w i 1 1  F l a s h  M e m o r y  R e p l a c e  H a r d  D i s k  D r i v e ? " , 1 E E E
I n t e r n a t i o n a l E l e c t r o n  D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )  T e c h n i c a l D i g e s t ,
E v e n i n g  p a n e l D i s c u s s i o n ,  P . 5 8 9 ,  s a n  F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 9 4
Y . o o w a k i ,  K . M a b u c h i ,  T . H a s e g a w a ,  S . M a n a b e ,  S . N v a t a n a b e ,  K , o h u c h i ,  a n d
F . M a s u o k a , " 1 m p a c t  o f l h e  M i n o r i t y  c m ' r i e r  o U 田 O W  ( M C O )  e 丘 e c t  o n  t h e
α ・ p a r t i c l e ・ i n d u c e d  s o f [  e r r o r  o f  s c a l e d  D R A M S " , 1 E E E  l n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n
D e v i c e s  M e e t i n g  ( 1 E D M )  T e c h n i c a l D i g e s t , 2 6 . 2 ,  P P . 6 2 7 - 6 3 0 ,  s a n
F r a n s i s c o ,  D e c e m b e r , 1 9 9 4
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108白武慎・一郎,高島大三郎,長谷川武祐,中野浩明,大脇幸人,渡辺重佳,大内和
則,舛岡富士雄,"NAND型DNM における折り返しビット線方式の検討",竃
子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会,SDM94-159,PP、13-18,12月,
1994
109舛岡富士雄,"FIASH EEPROM"广電子情帳通信学会 1995年総合大会講演論
文集エレクトロニクス 2, PC・1-1,PP313314,福岡,3月,1995.(招待講演)
M.Molnodomi, R.shirota, K.sakui, T.Endoh, and F.Masuoka,"Trend of
NAND Flash Memory and Future Developmentu,1nternationalworkshop on
Advanced LSI,S 1995, PP.219-225, cheju, July,1995
Ksakui, T.Tanaka, H.Nakamura, M.Momodomi, T.Endoh , R.shirola,
S.Nπlatanabe, K.ohuchi, and F.Masuoka,"A shielded BitⅡne sensing
Techn010gy for a High・Density and 1心W・voltage NAND EEPROM Design.",
IntemationalxNlorkshop on Advanced LSI'S 1995, PP226-232, cheju, July,
1995
渡辺重佳,士田賢二,高島大三郎,大脇幸人,仁田山晃寛,稗田克彦,高東宏,
須之内一正,堀口文男,大内和則,原央,舛岡富士雄,"SGT トランジスタを
用いたギガビットDRAMの設計",電子情報通信学会シリコン材料・デバイ
ス研究会, SDM95-95, PP.15-20,8月,1995
舛、岡富ヒ雄,"大容量フラッシュメモリ開発の口ードマップ",フラッシュメモ
リビジネスシンポジウム,95, PP.1-1-1-5,束京,9月,1995.(招待講演)
列.岡富士雛,"フラッシュメモリの発展",電子情報通信学会 1995年エレクト
ロニクスソサイエティ人会講演論文集 2, C・515, PP.237-238,東京,9月,1995
(1附誘崩寅)
F.Masuoka ⅡFlash Memories, Their status and Trends," Fourth lnternational
Conference on soHdstate and lnlegrated・circuit Techn010gy, WP61, Beijin,
Octobel',1995.(1nvitedspeaker)
F. Masuoka "NAND Flash Techn010gy and chゆ Design",1EEE lnternational
Electron Devices Meeting (1EDM) shω'1 Course program, NVRAM
Techn010gy and Applications, December,1995. qnvited spealくer)
渡辺重佳,科!田克彦,堀口文男,須之内一正,大内和則,原央,伊片岡富上雄,
"TIS を用いたギガビット DRAM の設副'",篭子情報通信学会シリコン材料・
デバイス研究会, SDM9624, PP.61-67,5月1996
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舛 岡 富 士 雄 , " 高 性 能 フ ラ ッ シ ュ メ モ リ の 閉 発 ・ 量 産 化 を め ぐ る 課 題 点 と 展 望 " ,
, 9 6  フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ビ ジ ネ ス シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 1 - 1 - 1 - 9 , 束 京 , 6 月 , 1 9 9 6
( 招 待 i 崩 如
列 ・ 岡 富 士 雄 , " フ ラ ッ シ ュ メ モ リ の 局 集 積 化 技 術 " , 第 4 3  回 半 導 体 専 門 淋 習 会
予 稿 集 ,  P P . 1 3 7 - 1 7 4 , 1 1 1 形 , 7 月 , 1 9 9 6 . ( 西 澤 潤 一 編 , " 半 導 休 研 究 心 巻 " ,
P P . 1 2 7 、 1 6 1 , 1 1 1 業 調 査 会 , 7  f l , 1 9 9 7 . )
列 1 岡 富 士 雄 , " デ ジ タ ル カ メ ラ 要 素 技 術 画 像 メ モ リ " , 第 8 1 可 画 像 入 力 技 術 シ
ン ポ ジ ウ ム ー 最 新 デ ィ ジ タ ル 画 像 入 力 技 術 と 次 世 代 デ ィ ジ タ ル カ メ ラ ー 靜 " 寅
予 稿 集 ,  P P . 2 7 3 5 , 東 京 , 1 1 月 , 1 9 9 6 . ( 招 待 講 演 )
F .  M a s u 0 1 く a  " F l a s h  M e m o r y  T e c h n 0 1 0 g y " , 1 n t e r n a t i o n a l  E l e c t r o n  D e v i c e s
a n d  M a l e r i a l s  s y m p o s i a ,  A 2 - 3 ,  P P . 8 3 - 9 0 ,  H s i n c h u ,  D e c e m b a ' , 1 9 9 6 .  q n v i t e d
S p e a l く e r )
F . M a s u o k a , 1 1 T e c h n 0 1 0 g y  T r e n d  0 壬  F l a s h  M e m o l y " ,  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y
M e e t i n g  A b s t r a c t s ,  v o l u m e  9 7 - 1 ,  A b s t r a d  N O . 6 1 0 ,  P . 7 9 4 ,  E l e c t r o c h e m i c a l
S o c i e t y  p r o c e e d i n g s  v 0 1 . 9 7 - 3 ,  U L S I  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y  /  1 9 9 7 ,
P P . 5 3 3 - 5 4 5 ,  M o n Ⅱ で a l ,  M a y , 1 9 9 7 . ( 1 n v i t e d  s p e a k e r )
列 . 岡 富 士 雄 , " ハ ー ド デ ィ ス ク 分 野 を 狛 う フ ラ ッ シ ュ メ モ リ 開 発 の 口 ー ド マ ッ
プ " , , 9 7  フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ビ ジ ネ ス シ ン ポ ジ ウ ム , P P 3 - 1 - 3 - 9 , 東 京 , 6 月 , 1 9 9 7
( 招 待 i 網 鋤
舛 岡 徳 ' 7 1 1 准 , " フ ラ ッ シ ュ メ モ リ " , 第 2 1 回 応 用 物 理 学 会 ス ク ー ル  S i デ バ イ ス
の 新 筱 新 物 ー ポ ス ト  D R A M  を 見 据 え て ー , P P . 5 7 ー フ 2 , 耿 田 , 1 0 月 , 1 9 9 7 . ( 招 待 講
i 更 )
F .  M a s u 0 1 く a , " F l a s h  M e m o r y  T e c h n 0 1 0 g y " , 卓 n  e  、 v o r k s h o p  o n  M u l t i l n e d i a ・
C o m m u n i c a t i o n T e c h n 0 1 0 部 ,  P P . 2 2 ・ 2 9 ,  T o k y o ,  N o v e l n b e r , 1 9 9 7
山 葉 隆 久 , 平 出 誠 治 , 舛 岡 富 士 雄 , " 配 線 中 チ タ ン の 水 素 吸 蔵 に 依 る ト ラ ン ジ ス
タ 特 性 へ の 影 粋 " , 電 子 情 帳 通 信 学 会 シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス 研 究 会 ,
S D M 9 7 - 1 8 1 ,  P P 、 2 5 3 2 , 1 月 , 1 9 9 8
列 ・ 岡 儲 ' 土 雛 , " 1 兆 円 市 場 を 実 現 す る 次 世 代 フ ラ ッ シ ュ メ モ リ の 開 発 課 題 " , ' 9 8
フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ビ ジ ネ ス シ ン ポ ジ ウ ム ,  P P . 4 - 1 - 4 - 5 , 東 京 , 6 月 , 1 9 9 8 . ( 招 待
詠 曾 寅 )
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128T.Endoh, Kshinmei, Hsakul'aba, and F.Masuoka,11New Three Dilnensional
(3D) Men〕ory Array AI'chitecture For Future ultra High Density DRAM",
1998,1nlel'national 、入10r1碍hop on Advanced LSIS ・scaled Device / process
and High paイ0m]ance circuits・, PP.237-242, sapporo, July,1998
田辺昭,梅谷正人,藤原郁夫,小倉孝之,片岡耕太郎,林田茂樹,松尾明,桜
庭弘,遠藤哲郎,舛岡富・上雄,"全パターンを EB で露光した 0.2 μ m
nMOSFET の試作",電子情報通信学会シリユン材料・デバイス何仔モ会,
SDM98-186, PP.13-18,東京,1月,1999
舛岡富士雄,"今求められるフラッシュメモリ開発の戦略シナリオ",,99 フラッ
シュメモリビジネスシンポジウム,PP.61-611,束京,7月,1999.(招待講演)
船人寿彦,遠藤哲郎,桜庭弘,舛岡富士雄,"新しい基板コンタクト型パスト
ランジスタの提案",電子情報通信学会1999年エレクトロニクスソサイエティ
入会講演論文集 2, C・11-2, P.65,船橋,9月,1999
鈴木正彦,遠藤哲郎,桜庭弘,舛岡富士雄,"三次元階層型メモリアレイ技術
を則いたStackedsGTD硲M",竃子情報通信学会 1999年エレクトロニクス
ソサイエティ大会講演論文集 2, C・11・3,P.66,船橋,9月,1999
日置利_和,遠膝哲郎,レンスキマルクス,桜庭弘,舛岡富士雄,"Floating
ChanneltypesGT (FC・SGT) Flash メモリにおける書込・消去動作の解析",
篭子情帳通信学会 1999年エレクトロニクスソサイエティ大会講演論文集2,
C・11-4, P.67,船橋,9 j],1999
森雅朋,遠藤哲郎,桜庭弘,舛岡富士雄,"完全空乏型Double・Gales01
MOSFETの短チャネル効果の解析及びスケーリング理論の提案",電、f佶報
通信学会 1999年エレクトロニクスソサイエティ大会講演論文集2, C・11-6,
P.69,船橋,9月,1999
須永和久,遠藤哲郎,桜庭弘,舛岡富士雄,"超低消費電力を指向したULSI
用降圧回路の試作"ゞ電子情報通信学会 1999年エレクトロニクスソサイエテ
イ大会講演論文集 2, C・12-26, P.96,船橋,9月,1999
H.Miya, M.1Zumi, K.Yuasa, S.Konagata, Y.Kimura, M.上enski, T.Endoh,
F.Masuoka, and T.Takahagi "上oadlock Furnace Application lo ultrathin
O×1de Films",7th lnternational conference on Advanced Thermalprocessing
Of semiconductors・ RTP199, PP.244-251, C010rado springs, september,1999
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舛 岡 富 士 雄 , " 新 し い コ ン ピ ュ ー タ ー メ モ リ ー ー フ ラ ッ シ ュ メ モ リ ー の 開 発
と そ の 将 ・ 来 一 " , 応 用 物 理 学 会 公 開 講 演 会 「 2 1 世 紀 へ 向 け て の 先 端 技 術 」 , 仙
台 , 1 0 月 , 1 9 9 9
T . E n d o h ,  M . H i o k i ,  H s a k u r a b a ,  M . L e n s l d ,  a n d  F . M a s u o k a , " F l o a t i n g  c h a n n e l
T y p e  s G T  F l a s h  M e m o r y " , 1 9 6 t h  M e e l i n g  o f  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y
M e e t i n g A b s t r a c t s ,  A b s t r a d  N O . 1 3 2 3 ,  H a w a i i ,  o d o b e r , 1 9 9 9
片 岡 耕 太 郎 , 藤 原 郁 夫 , 林 田 茂 樹 , 小 倉 孝 之 , 梅 谷 正 人 , 田 辺 昭 , 桜 庭 弘 ,
遠 藤 暫 郎 , 舛 岡 富 士 雄 , " 微 細 M O S F E T デ バ イ ス の 試 作 に 用 い る 電 子 線 描 画
に 関 す る 研 究 " , 電 子 情 級 通 信 学 会 シ リ コ ン 材 料 ・ ・ デ バ イ ス 研 究 会 , S D M 9 9 ・
1 6 0 ,  P P 3 5 - 4 2 , 束 京 , 1 1 月 , 1 9 9 9
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228F. Masuoka, and H. sakuraba,"1MPACT OF SURROUNDING GATE
TRANSISTOR (SGT) ON FUTU旺 HIGH DENSITY USLI", Asia paci負C
Microwave conference 2004 (APMC I04) proceedings, New Delhi,
December,2004.(1nvitedspeaker)
H. sakuraba, H. Nakamura, and F. Masuoka,Ⅱlmpact of surrounding Gate
Transistor (SGf) on Futul'e High Density uLSI", PROCEEDINGS OFTHE
2Ⅲ11NTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SYSTEM CONSTRUCTION OF
GLOBAL、NETWORK、ORIENTED INFORMATION ELECTRONICS
(1GNOIE・COE04), PP.93-98, sendai, January,2005
H.Nakamura,1.peslc, H. sakuraba, and F. Masuoka,"klalysis ofthe NAND・
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Conference, PP.193-196, Grenoble, september,2005
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Surrounding GateTransistor (SGT) Flash Memoly ceⅡの}是案11广屯子"恬゛長
通信学会 2005年エレクトロニクスソサイエティ大会詠斜寅論文集2, C・11-3,
P.フフ,札幌,9月,2005
イ勤系止章,羽田秀生,中村広記,桜庭弘,舛岡富t雄,"MSGfにおけるドレ
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"surrounding Gale Transistor における量丁'効果を老慮した反転層電子分布",
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全空乏型と剖1分空乏型 Surrounding Gale Transist01'における電イ立と短チャ
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クトロニクスソサイエティ大会討会寅論文集 2, C・11-6,P.80,札幌,9月,2005
坂本渉,羽田秀生,桜庭弘,中村広記,舛岡富士雛,"強反転領域における
SGTの移動度増加",応用物理学会分科会シリロンテクノロジー, NO.74,「プ
ロセス・デバイス・回路シミュレーションおよび一般」特集号,PP.82-86,東
京,9月,2005
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C山'rent Enhancementin the surl'ounding Gate TransistorⅡ,208th Meeling of
The Electrochemical society Meeting Abstracts, Abstrad 21, LOS A11geles,
October,2005.
N.Gomi, Y.Yamakawa, H.10mizawa, H.Haneda, H. Nakamura, H. salくUraba,
and F. Masuoka l!Numerical Analysis ofthe Erase charaderistics in Field
Induced sourse 上ine S山'rounding Gate Transislor Flash Memory",208th
Meeling ofThe Electrochemical sociew Meeting Abstracts, Abstrad 23, U)S
Angeles, odober,2005
H.Haneda, T.ohba, H.Tomizawa, Msaloh, H. Nalくamura, H. sakuraba, and F
Masuoka "A Novel Fabrication process ofthe S山'rounding Gate Transistor
With a self、Nigned Drain conlact11,208th Meeting of The Electrochemical
Sociew MeetingAbslracts, Abstract 27, LOS A11geles, october,2005
H. Nakamura, H. salくUraba, and F. Masuoka,"Fabricalion process for the
NAND・type DRAM・on・SGT",208th Mee11ng of The Eledrod]emical sociew
Meeting Abstracts, Abstract430, LOSA11geles, odober,2005
H.Haneda, W.sakalnoto,1. pesic, H. Nakamura, H. sakuraba, and F
Masuoka,1!An Accurate Model ofthe c・v chm'aderistic due to Quantum
Mechanical E丘ects for the S山'rounding Gate TransistorⅡ,2005 1nternational
Semiconductor Device Research symposi山n proceedings, FA4-02, Bethesda,
December,2005
T.ohba, H. Nakan〕ura, H. sakuraba, and F. Masuoka,"A Novel Tri・contr01
Gate S川'rounding Gale Transistor (TCG・SGT) Flash Memory ceⅡ",2005
International selniconduclor Device Research symposium proceedings, FA5・
04, Bethesda, December,2005
1.pesic, H. Nakamura, H.Haneda, H.Yamazald, H. sakuraba, and F. Masuoka,
"Analytical Modeling of short・channel MU11i・Gate sol MOSFErs 、VHh
Special Emphasis on lhe particalw、Depleted and FU11yDepleted surrounding
Gate lransistor!1,2005 1nternational semiconduct01' Device Research
Symposi山n proceedings, FP4-02, Betl〕esda, Decemba',2005
F. Masuoka,111mpad of surrounding Gate Transislor (SGT) on Future
High Density U上SI", PROCEEDINGS OF THE 3田 INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON SYSTEM CONSTRUCTION OF GLOBAL・NETWORK・
ONENTED INFORNIATION ELEcfRONlcs qGNOIECOE05),PP.71-76,
Sendai, January,2006
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M O S F E T に お け る 電 位 特 性 の 準 三 次 元 解 析 モ デ リ ン グ " , 電 子 情 報 通 信 学 会
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258巾村広記,舛岡富士雄,"SRL技術を使用した SGT型ゲインセルを用いた
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舛岡富士雄,"「フラッシュメモリの父」技術を語る",北関東産官学研究会群
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T.ohba, H.Nakamura, and F.Masuoka,!1Dependence of High capacitive・
COUPⅡng Ralio surrounding Gate Transistω'(HicR・SGT) Flash Melnory
Ce11 0n structural paramelel'S",210th Meeting of The Electrochelnical
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T.Hidaka, H.AmⅡくawa, H.Nalくamura, and F.Masuoka,"si11Con piⅡar
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